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Gax03 je intenzivné studovanym polovodi¢ovym materidlem ¢tvrté generace s vysokou Sitkou
zakazaného pasu s aplikacemi ve vykonové elektronice a optoelektronice [1]. GaxOs3 lze pfipravit
ve form¢ objemovych krystald, tenkych vrstev i nanostruktur. Jednou z hlavnich védeckych
vyzev poslednich let je pfiprava vysoce kvalitnich tenkych vrstev, které by splnily pozadavky pro
vyuziti v optoelektronice v hluboké ultrafialové oblasti.

Predmétem z4jmu studenta bude: (a) priprava vrstev Ga,0O3; metodou mist-CVD [Obr. 1]; (b)
optimalizace ristovych podminek pro ptipravu vysoce kvalitnich tenkych vrstev; (¢) studium
optickych vlastnosti tenkych vrstev pomoci UV-VIS a fotoluminiscen¢ni spektroskopie; (d)
navrh, realizace a charakterizace fotodetektoru na bazi tenkych vrstev Ga,0s.
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Obrazek. 1 Schematicka prezentace aparatury (mist-CVD) pro rist tenkych vrstev Ga,O3 [2].
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